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Abstract of DE1 9855828 

The invention relates to a three-dimensional 
measuring module. An optochip is arranged over 
a scanning plate and a signal processing unit is 
arranged over the optochip. A housing, together 
with the scanning plate, completely encloses the 
optochip and the signal processing unit. The 
electrical connecting lines between the optochip 
and the signal processing unit are brought to the 
signal processing unit via the scanning plate and 
the interior of the housing. The output signals of 
the signal processing unit are transferred to 
contacts located at the exterior of the housing via 
connecting lines. The supply line of the 
measuring system is contacted at said contacts. 
The lines, especially between the optochip and 
the signal processing unit, can be configured as 
very short lines by means of said three- 
dimensional construction of the measuring 
module. Thereby, conductor resistance and 
parasite signal injection are reduced. 
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Die f olgenden Angaben sihd den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Dreidimensionales MeBmodul 

@ Bei dem erfindungsgemaSen dreidimensiohalen Meft- 
modul wird raumlich uber einer Abtastplatte ein Optochip 
und uber dem Optochip eine Signelverarbeitungsbau- 
1 gruppe angeordhet. Zusammen mit der Abtastplatte urn- 
schliefct'ein Gehause Optochip uhd Signalverarbeitungs- 
baugruppe vollstandig: Die elektrischen Verbindungslei- 
tungen zwischen Optochip und der Signalverarbeitungs- 
baugruppe werden uber die Abtastplatte und die Ihnen- 
seite des Gehauses zu der Signalverarbeitungsbaugrup- 
pe gefuhrt. Die Ausgangssignale der Sighalverarbei- 
tungsbaugruppe werden uber Verbindungsleitungen an 
die Auflenseite des Gehauses zu Kontakten geleitet, an 
denen die Zu!eitung : des MeGsystems kontaktiert wird. 
Durch diesen dreidimensionalen Aufbau.des Mefcmoduls 
konnen die Leitungen insbesondere zwischen Optochip 
und Signalverarbeitungsbaugruppe sehr kurz gehalten 
werden, wodurch sich der Leitungswiderstand und die 
Sloreinkopplung verringert. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft einen dreidimensionalen Aufbau 
eines MeBmoduls nach Anspruch 1 . 

Aus der EP 838 665 Al ist ein optisches LangenmeBgerat 
bekannt, das aus einem MaBstab, einer Lichtquelle und einer 
Abtastbaugruppe mit einem> Abtastgitter besteht. Dabei sen- 
det die Lichtquelle kollimiertes Licht auf den MaBstab, der 
eine optische Teilung tragt Die Abtastbaugruppe detektiert 
Helligkeitsschwankungen entsprechend der Verschiebnng 
zwischen MaBstab und Abtastbaugruppe. Die Abtastbau- 
gruppe weist auf einem Glassubstrat Dunnschichtleiter und 
einen Hchtempfindlichen Optochip auf, der eine Gruppe 
lichtempfindlicher Bauteile und das Abtastgitter beinhaltet. 
Die Abtastbaugruppe wird auf der anderen Seite des MaB- 
stabs angeordnet, so daB der lichtempfindliche Optochip das 
kbllimierte Licht empfangt. Der lichtempfindliche Optochip 
wird durch Lotpunkte und einen sogenannten Underfiller, 
eine transparente Versiegelung, welche zwischen den Opto- 
chip und das Glassubstrat eingebracht wird, mechanisch be- 
, festigt. 

Dabei ist von Nachteil, daB die auf dem Glassubstrat der 
Abtastbaugruppe aufgebrachten Schaltungen eine groBe 
Hache benbtigen, wodurch relativ lange Leiterbahnen, ins- 
besondere zur Verbiiidung mit einer Signalauswerteeinheit, 
erforderlich werden. 

Aus der EP 564 683 Al ist ein optoelektronisches Weg-, 
Winkel- oder RotationsmeBgerat bekannL. Dieses weist ei- 
nen beleuchteten oder durchleuchteten Codetrager mit we- 
nigstens einer Codespur auf. Neben der Codespur ist eine 
Blendeneinrichtung in Form einer Platte mit der Codespur 
zugebrdnetem lichtdurchlassigem Bereich angeordnet. Wei- 
terhin ist ein optoelektronischer Sensor auf der dem Code- 
trager abgewandten Seite der Blendeneinrichtung mit einer 
der Blendeneinrichtung zugewandten SensOrflache angeord- 
net, An der plattenformigen Blendeneinrichtung ist auf der 
dem Codetrager abgewandten Seite ein optoelektronischer 
Halbleiterchip als Sensor vorgesehen, der auf der plattenfbr- 
rnigen Blendeneinrichtung zugewandten Seite Kontaktstel- 
len aufweist. Die Platte weist zu diesen Kontaktstellen ent- 
sprechende elektrische Leiterbahnen auf, die mit den Kon- 
taktstellen des Halbleiterchips uber Lotpunkte elektrisch lei- 
tend verbunden werden; durch eine VerguBmasse wird der 
, Halbleiterchip zusatzlich mechanisch stabilisiert 

Auch hier ist von Nachteil, daB der Sensor einschlieBlich 
, der erforderlichen Auswerteelektronik relauv viel Platz be^- 
nbtigt und daher lange Leiterbahnen erforderlich sind 
Aus der DE 197 20 300 Al ist ein. elektronisches Hybrid- 
Bauelement und ein Verfahren zu seiner Herstellung.be- 
kannt. Bei diesem'Bauelement wird in einer Chip-on-Chip- 
Anordnung in einem Tragersubstrat, welches den ersten 
Chip bildet, mindestens eine Kavitat eingearbeitet, in die 
eine elektrische Isolationsschicht mit einer dariiber angeord- 
neten Metallschicht eingebracht wird. Ein in der Kavitat an- 
geordneter zweiten Chip in Form einer Leuchtdiode wird 
mit der Metallschicht leitend verbunden und ragt hbchstens 
unwesentlich uber den ersten Chip aus der Kavitat hinaus. 
Die Kavitateh im ersten Chip werden dabei durch anisotrope 
Atzung erzeugt. Die Isolierun'g wird durch Oxidieren der 
Oberflache des ersten Chips oder durch Abscheiden einer 
, Isolators chicht erreicht. Die Metallisierung kann ein Mehf- 
fach-Metallisierungs system beinhalten und durch einen fo- 
tolithographischen ProzeB strukturiert werden. Der in der 
Kavitat angeordnete zweite Chip kontaktiert die derart in 
der Kavitat erzeugte Metallisierung und wird zusatzlich auf 
der Vorderseite mit dem ersten Chip kontaktiert. 

Dieses Hybrid-Bauelement weist den Nachteil auf, daB 
die Kavitat und deren Beschichturlg ebenso wie die Kontak- 



tierung zwischen den beiden Chips relativ kompliziert zu 

• realisieren ist. Weiterhin wird nicht beschrieben, wie ein 
moglichst kompaktes MeBmodul fur ein Langen- oder Win- 

- kelmeBsystem unter Benutzung der Chip-on- Chip- A nord- 
5 nung zu optimieren ware. 

In dem Artikel "Die neue Dimension in der Weg- und 
WinkelmeBtechnik" von Reiner Burgschat, erschienen in F 
& M Feinwerktechnik, Mikrotechnik, Mikroelektronik, 
Ausgabe 10/96, Seite 752-756, wird ein MeBmodul be- 
lt) schrieben, das in einer Einebenenschaltung auf einem Glas- 
trager realisiert wurde. Die fur ein MeBsystem benbtigten 
Leuchtdioden werden auf die Oberflache eines Optochips 
derart aufgebracht urid kontaktiert, daB sie durch den Glas- 
trager hindurch die Strahlung emittieren. Der Optochip 
15 . weist ein Fotodiodenarray auf, das in FKp-Chip-Technik auf 
den Glastrager aufgelbtet wird und die durch den Glastrager 
hindurchgetretene Strahlung detektiert Um die einzelnen 
Bauteile zu verbinden, ist auf den Glastrager eine Leiter- 
bahnstruktur aufgebracht, die die in einer Ebene angeordne- 
20 ten Baugruppen Optochip mit elektronischer Signalaufbe- 
reitung verbindet. Zusatzlich weist der Glastrager auch eine 
Abtastteilung auf. Zwischen Optochip mit Fotodiodenarray 
und Leuchtdioden und dem Glastrager wird dabei zur me- 
chanischen Stabilisierung ein Underfiller eingebracht. Zum 
25 Schutz dieses MeBmoduls wird eine Keramikkappe uber die 
auf. den Glastrager aufgebrachten Baugruppen befestigt,. 

Dabei ist von Nachteil; daB die gesamte Schaltung in ei- 
ner Ebene realisiert wird, was einen relativ groBen Glastra- 
ger' erforderlich macht und lange Leiterbahnen auf dem 
30 Glastrager zur Folge hat. Dadurch erhbht sich die Empfind- 

• lichkeit gegen Stbreinstrahlungen und der Leitungs wider- 
stand steigt an. Weiterhin kann der Underfiller in den Strah- 
lengang zwischen Leuchtdiode, Abtastgitter, MaBstab und 

•.Fotodiodenarray gelangen und die optischen Eigenschaften 
35 der Anordnung verschlechtern. 

Es stellt sich daher die Aufgabe, eine Schaltungs anord- 
nung fur ein MeBmodul, bestehend aus Optoeinheit und Si- 
gnalverarbeitungselektronik anzugeben, das . moglichst 
kleihbauend realisiert. werden kann, so daB die Leitungslan- 
40 gen der elektrischen Leiterbahnen, vor alien! zwischen opti- 
schem Sensor und Auswerteelektronik, moglichst kurz sind. 
Weiterhin soli die Notwendigkeit der mechanischen Stabili- 
sierung mittels Underfiller moglichst vollstandig eritfallen. 
Diese Aufgabe wird diifch eine Schaltungsanordnung mit 
45 den Merkmalen des Anspruchs 1 gelbsL 

Vorteilhafte Ausfuhrungsformen des erfindungsgemaBen 
Verfahrens und der erfindungsgemaBen Schaltungsanord- 
nung ergeben sich aus den Merkmalen der jeweils abhangi- 
gen Anspruch e. 

.50 • Das erfindungsgemSBe Verfahren weist den Vorteil auf, 
daB aufgrund der spezifischen dreidimensionalen Anord- 
nung von* Optoeinheit und Signalverarbeitungselektronik 
raumlich iibereinander die verbindenden Leiterbahnen sehr 
kurz gehalten werden kbnnen! Dadurch sind die Wider- 

55 stande der Leiterbahnen nur gering, so daB auch ein schwa- 
ches Ausgangs signal eines Optosensors in der Signalverar- 
beitungselektronik noch fehlerfrei erkannt werden kann. 
. Weiterhin von Vorteil ist, daB die Empfindlichkeit fur Stbr- 
einstrahlungen, die vor allem uber lange Leiterbahnen errip- 

60 fahgen werden,' welche als Antennen fur die Stbreinstrah- 
lung wirken, aufgrund der nur kurzen Leiterbahnen zwi- 
schen Optosensor und Signalverarbeitungselektronik we- 
sentlich geringer ist. 

Einzelheiten und weitere Vorteile der Erfindung. werden 

65 im. folgenden anhand der in der Zeichnung dargestellten 
■Ausfuhrungsform naher erlautert. 
Es zeigt 

Fig. 1 Eine ebene Schnittdarstellung einer mbglichen 
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Realisierungsform eines erfindungsgemaBen Mefisystems 
urid 

Fig. 2 eine dreidimensionale Darstellung des erfindungs- 
gemaBen Mefisystems aus Fig. 1 . 

Im folgenden wird davon ausgegangen, daB das erfin- 5 
dungsgemaBe dreidimensionale MeBmodul in einem Lan- 
genmeBsystem eingesetzt wird. Der Einsatz bei einem Win- 
kelmefisystem ist jedoch durch einfachen Austausch des 
MaBstabs ohne Anderung an dem erfindungsgemaBen drei- 
dimensionalen MeBmodul moglich. 10 

Fig. 1 zeigt einen senkrechten Schnitt durch ein Mefisy- 
stem mit dem erfindungsgemaBen dreidimensionalen MeB- 
modul. Der Mafistab 1 des Mefisystems besteht aus einem 
. Tragerkorper 1.1, auf den eine. Teilung 1.2 aufgebracht 
wurde. Der MaBstab 1 reflektiert das auf.ihn trefferide Licht 15 
an den Teilstrichen 1.2 und deren Zwischenraumen unter- 
schiedlich oder es treten Beugungseffekte an der Teilung lv2 
des MaBstabs 1 und der Teilung 2.2 der Abtastplatte.2 auf. ' 

Die Abtastplatte 2 weist einen Tragerkorper 2.1 aus licbt- 
durchlassigem Material, bevorzugt Glas, auf und tragt auf 20 
der dem MaBstab zugewandten oder abgewandten Seite eine 
Teilung 2.2. Weiterhin sind auf dem Tragerkorper 2.1 der 
Abtastplatte 2 Leiterbahnen und Kontakte 23 angeordnet, 
wobei die in der Nahe der Abtastteilung 2.2 angeordneten 
. Kontakte 23 mit Kontakten 3.4 eines Optochips 3 kontak- 25 
tieren und die Leiterbahnen 23 diese Kontakte mit weiter 
auBen auf def Abtastplatte 2.1iegenden Kontakten 23 ver- 
binden, die'wiederuni mit Kontakten 5.5 eines Gehauses 5 
kontaktieren. 

Der bereits erwahnte Optochip 3 weist, wie in Fig. 2 de- 30 
taillierter dargestellt, ein Diodenarray mit mindestens einer 
Fotodiode 3.2 und mindestens einer Leuchtdiode 33 auf. 
Die -Dioden 3.2 und 33 sind derart orientiert, daB die- 
Leuchtdioden 33 bevorzugt in Richtung der Abtastplatte 2 
und des MaBstabs 1 abstrahlen und die Fotodioden 3.2 die 35 
vqm MaBstab 1 reflektierte und durch die Abtastplatte? hin- 
dur'chgetretene Lichtstrahlung der Leuchtdioden 33 detek- ■ 
tieren. 

Die Leuchtdioden 33 und Fotodioden 3.2 sind iiber Lei- 
ter und Kontakte 3.4 auf dem Optochip 3 und; iiber Leiter 40 
und Kontakte 23 der Abtastplatte 2 mit den Kontakten 5.5 
des Gehauses 5 verbunden. Das Gehause 5 besteht vorzugs- • 
weise aus Keramik, und schiitzt den gesamten zwischen der 
Abtastplatte 2 und dem Gehause 5 liegenden Teil des Mefi- 
moduls gegen aufiere Einflusse gleich welcher Art. Im Ge- 45 
hause sind die Kontakte 5.5- iiber elektrische Leiter mit den 
Kontakten 5.4 verbunden, welche eine- Verbindung zu den 
Kontakten 4.2 einer Signalverarbeitung 4 herstellen. In der 
Signal verarbeitung 4 werden die'Ausgangssigriale der Foto- 
dioden 3.2 verstarkt und zu einem Ausgangssignal gemafi 50 
einem Standard, beispielsweise zu einem digitalen Aus- . 
gangssignal mit 5 V TTL-Pegel, weiterverarbeitet. In der Si- 
gnalverarbeitung 4 konnen auf die Ausgangssignale der . 
Fotodioden 3.2 beliebige .Verarbeitungsverfahren, vorzugs- ; 
weise digitale, angewendet werden. 55 

Die Ausgangssignale der Signalverarbeitung 4 werden 
iiber Kontakte 43 an die Kontakte 5.2 des Gehauses 5 gelei- 
tet, yon wo aus die Ausgangssignale iiber Leiterbahnen von 
der Inneriseite des Gehauses 5 an die Kontakte 53 auf der 
Aufienseite des Gehauses 5 geleitet werden. Diese auBen he- 60 
genden Kontakte 53 konnen dann, beispielsweise mittels 
herkommlichem Bonden, kontaktiert werden. 

Die erfindungsgemaBe Anordnung von Optochip 3, Si- 
gnalverarbeitung 4 und Gehause 5 iibereinander und die 
spezielle Fuhrungder Leiterbahnen von den Fotodioden 3.2 65 
■iiber die Signalverarbeitung 4 zu den auBeren Kontakten- 
53, wie in Fig. 1 dargestellt, ermoglichen besonders kurze 
Leiterbahnen, die eine besonders gute Signaliibertragung er- 



moglichen. Durch die Schutzfunktion des Gehauses 5 fur 
Optochip 3 und Signalverarbeitung 4 insbesondere gegen 
mechanische Belastungen, ermoglichen, daB ein zusatzli- 
cher Underfiller zur mechanische Stabilisierung des Opto- 
chips 3 nicht mehr erforderlich wird; zusatzlich kann auch 
die Signalverarbeitung 4 ausschliefilich dUrch ihre Lotver- 
bindungen 4.2 und 43 mit dem Gehause 5 mechanisch ver- 
bunden werden. 

In Fig. 2 ist das in Fig. 1 im Schnitt dargestellte Mefisy- 
stem in einer dreidimensionalen Darstellung gezeichnet. Fiir 
gleiche Bauteile wurden dabei in beiden Figuren gleiche Be- 
zugszeichen verwendet Der MaBstab 1 tragt auf seinem 
Grundkorper 1.1 die Teilung 1.2, wobei die eingerahmten 
Teilungsflachen eine unterschiedliche Reflexion aufweisen, 
wie die nicht eingerahmten Teilungsflachen. Der Unter- 
schied kann dabei darin liegen, daB die Intensitat der Refle- 
xion unterschiedlich ist oder daB an der Teilung 1.2 Beu- 
gung auftritt. 

Die auf der optisch transparenten Abtastplatte 2 vorgese- 
, hene Teilung 22, wirkt mit der Teilung 1.2 des MaBstabs 1 
1 optisch zusammen und es weisen die eingerahmten Bereiche 
der Teilung 2.2 ein unterschiedliches Transmissionsverhal- 
ten fur das von der Leuchtdiode 33 gesendete Licht auf wie 
die nicht eingerahmten Bereiche der Teilung 2.2. Dabei ist 
es unerheblich, ob die Teilung 2.2 der Abtastplatte 2 auf der 
dem MaBstab 1 zugewandten oder abgewandten Seite auf- 
gebracht wird. Weiterhin sind auf der Abtastplatte 2 Kon- 
takte und elektrische Leiterbahnen 23 vorgesehen, die dazu 
benutzt werden,.um ein elektrisches Signal von einem Opto- 
chip 3 zu Kontakten eines Gehauses 5 zu lei ten. Die Leiter 
und Kontakte 23 sind dabei derart angeordnet, daB sie sich 
nicht im Strahlengang eines von einer Leuchtdiode 33 des 
Optochips 3 kommenden Lichtstahls befmden, der im Be- 
reich der Teilung 2.2 durch die Abtastplatte 2 hindurchtritt, 
vom MaBstab reflektiert wird und wieder auf den Optochip 3 
trifft. Weiterhin werden die Langen der elektrischen Leiter 
moglichst kurz gewahlt. Daher hat es sich als guns tig erwie- 
sen, die Leiter und Kontakte 23 neben der Teilung 2.2 anzu- 
ordnen, wie in Fig. 2 dargestellt. Der Tragerkorper 2.1 der 
Abtastplatte 2 ist zumindestfur die von -der Leuchtdiode 3.3 
des Optochips 3 ausgesandten Strahlung transparent. Da 
diese Strahlung in der Regel im sichtbaren Bereich des 
Lichts liegt, wird der Tragerkorper 2.1 bevorzugt aus Glas 
. gefertigt. 

Mit der Abtastplatte 2 ist, beispielsweise in Flip-Chip- 
.Technologie, ein Optochip 3 verbunden, der zu einem Teil 
der auf der Abtastplatte 2 angeordneten Kontakten 23 kom- 
plementare Kontakte 3.4 aufweist. Diese Kontakte 3.4 sind 
iiber Leihingen nut mindestens einer Fotodiode 3.2 und 
mindestens einer Leuchtdiode 33 verbunden, so daB die 
Leuchtdioden 33 mit Spannung versorgt werden und die 
Ausgangssignale der Fotodioden 3.2 iiber die Abtastplatte 2 
weitergeleitet werden. 

Vorteilhaft sind mehrere Fotodioden 3.2 derart angeord- 
net, daB sie' ein Quadrat bilden, das zur Flache der Abtast- . 
platte 2 um 45 Winkelgrad gedreht ist, wie in Fig. 2 darge- 
stellt Im Zentrum dieses Quadrats aus Fotodioden 3J2 ist 
keine Fotodiode 32, s'ondern mindestens eine Leuchtdiode • 
33 angeordnet; Dabei wird die Leuchtdiode 33 vorteilhaft 
derart angeordnet, daB das abgestrahlte Licht nicht unmittel- 
.bar auf die Fotodioden 32 trifft, sondem eine Vorzugsrich- 
tung in Richtung der Abtastplatte 2 und des MaBstabs 1 hafr 
Dies wird dadurch erreicht, daB die Leuchtdiode 33 in einer 
Vertiefung des Optochips 3 angeordnet wird. Dadurch bildet 
das Halbleitersubstrat des Optochips 3 eine Blende, die eine 
unmittelbare Einstrahlung des von der Leuchtdiode 33 
emittierten Lichts auf die Fotodioden 3.2 verhindert. 

Wie bereits beschrieben, werden die Ausgangssignale der 
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Fotodioden 3.2 und die Versorgungsspannung der Leuchtdi- 
ode 33 iiber.die Kontakte und Leiterbahnen 3.4 zu den Kon- 
takten und Leiterbahnen 23 der Abtastplatte 2 und von dort ' 
zu den Kontakten 5.5 des Gehauses 5 weitergeleitet. Im Ge-r 
hause erfolgt die Weiterleitung uber Leiter zu den Kontakten 5- 
5.4 und uber diese zu den Kontakten 4.2 einer Signalverar- 
beitung 4. 

In der Signalverarbeitung 4 werden die relativ schwachen 
Ausgangssignale der Fotodioden 3.2 zunachst mittels " . 
rauscharmer Verstarker verstarkt Dabei ist wichtig, daB die 10 
Verstarker moglichst nahe an den Fotodioden 3.2 angeord- 
net sind, da bei groBen Leiterbahnlangen sich dem Nutzsi- 
gnal der Fotodioden 3.2 Storungen uberlagem. Die Leiter- ' 
bahnen wirken wie Antennen, die elektro-magneusche Wel- 
len empfangen und dem Nutzsignal als Stoning uberlagem, 15 
Aufgrund der Anordnung der Signalverarbeitung 4 raumlich 
iiber der optoelektronischen Baugruppe 3 konnen die Leiter- 
bahnen besonders kurz gehalten werden, was zu nur sehr ge- t 
ringen Storeinkopplungen fiihrt. Weiterhin sind kurze* Lei- 
terbahnen besonders vorteilhaft im Hinblick auf den gerin- 20 
geren Leitungswiderstand, der aufgrund der nur sehr diinnen 
Leitungen nicht vernachlassigbar ist. Bei den erflndungsge- 
maB nur kurzen Leiterbahnen fallt uber deren Lange weni- 
ger Spahnung ab als uber langere Leiterbahnen, so daB die 
Nutzsignalamplitude in der Signalverarbeitungseinheit 4 bei 25 
kiirzeren Leiterbahnen groBer ist als bei langen. Nach der 
Verstarkung in der Signalverarbeitung 4 konnen die Aus- . 
gangssignale der Fotodioden 3.2 noch beliebigen, insbeson- 
dere digitaleri Verarbeituhgsschritten unterworfen werden, 
bis das gewunschte Ausgangssignal an den Kontakten 43 30 
der Signalverarbeitung 4 ausgegeben wird. Die Signalverar- 
beitung selbst wird durch eine Baugruppe realisiert, die ana- 
loge und digitale Komponenten umfaBt. Vorteilhaft sind 
' analoge und digitale Komponenten zu einer. einzigen raum- 
' lichen Einheit, der Signalverarbeitung 4, zusammengefaBt. 35 

Die Kontakte 43 der Signalverarbeitung 4 kontaktieren 
mit den Kontakten 5.2 des Gehauses 5, das in Fig. 2 ohne 
Vorder- und Riickwand dargestellt ist. Durch das vorzugs- 
weise aus Keramik bestehende Gehause 5 und die Abtast- 
platte 2 werden der Optochip 3 und die Signalverarbeitung 4 40 
vollstandig umschlossen, so daB diese Baugruppen von der. 
Umwelt abgeschirmt-sind und das MeBmodul eine Einheit 
bildet. Es wirken auf die beiden Baugruppen nur noch die 
Schwerkraft und. Massentragheit bei Beschleunigung, so 
daB die mechanische Befestigung dieser Baugruppen allein 45 
mittels' der leitenden Verbindungen 4.2,' 4.3 und 3.4 aus- 
reicht.. 

Im Gehause 5 verlaufen, wie bereits beschrieben, diverse 
Leiterbahnen. Es verlaufen insbesondere von den Kontakten 
5.2 des Gehauses 5 Leiterbahnen zu den Kontakten 53 so- 50 
wie zwischen den .Kontakten 5.5 und 5.4. Dadurch werden 
die Ausgangssignale der Signalverarbeitung 4 nach auBer- . 
halb des Gehauses 5 gefuhrt. Die Kontaktflachen 53 konnen 
beim Endanwender fur herkornmliche Verbindungstechni- 
ken benutzt werden. Die Kontakte 53 sind insbesondere da- 55 
fur geeignet herkornmliche Leitungen, wie bei spiels weise . • . 
Flachbandkabel, daran anzuloten. 
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1. Dreidimensionales MeBmodul, bei dem raumlich 
iiber einer Abtastplatte (2) eine optoelektronische Bau- 
gruppe. (3) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, 
dafi raumlich uber der optoelektronischen Baugruppe 
(3) eine Signalverarbeitungseinheit (4) angeordnet ist. 65 

2. Dreidimensionales MeBmodul nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Schutzkappe (5) der- 
art angeordnet ist, daB diese zusarnmen mit der Abtast- 



platte (2) die optoelektronische Baugruppe (3) und die 
Signalverarbeitungseinheit (4) einschlieBt, wodurch 
das dreidimensionale MeBmodul gebildet wird. 

3. Dreidimensionales MeBmodul nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB in der Schutz- 
kappe (5) und auf der Abtastplatte (2) elektrische Lei- 
tungen (23; 5.4, 5.5) verlaufen, durch die die optoelek- 
tronische Baugruppe (3) mit der. Signalverarbeitungs- 
einheit (4) verbunden wird und daB in der Schutzkappe 
(5) elektrische Leitungen derart verlaufen, daB die 
Kontakte (43) fur Ausgangssignale der Signalverar- 
beitungseinheit (4) mit Kontakten (53) auf der AuBen- 
seite der Schutzkappe (5) verbunden werden. 

4. Dreidimensionales MeBmodul nach Anspruch 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Schutzkappe 
(5) von auBen zugangliche elektrische Kontakte (53) 
aufweist und daB in der Schutzkappe' (5) elektrische 
Leitungen verlaufen, die eine Verbindung der Kontakte 
(53) uber die Kontakte (5.2) der Schutzkappe (5) mit 
elektrischen Kontakten (43) der Signalverarbeitungs- 
einheit (4) herstellen. 

5. Dreidimensionales MeBmodul nach einem der An- 
spriiche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Ein- 
gange (4.2) der Signalverarbeitungseinheit (4) uber in 
der Schutzkappe (5) verlaufende Leitungen zu den 
Kontakten (5.5) und auf der Abtastplatte (2) verlau- 
fende Leitungen' mit Kontakten (23) mit der optoelek- 
tronischen Baugruppe (3) verbunden wird. 

6. Dreidimensionales MeBmodul nach' einem der An- 
spriiche 1 bis 5, dadurch 'gekennzeichnet, dafi die opto- 

^elektronische. Baugruppe (3) mindestens eine Fotodi- 
ode (3.2) und mindestens eine Leuchtdiode (33) auf- 
weist und daB die mindestens eine Fotodiode (3.2) und 
mindestens eine Leuchtdiode (33) auf der der Abtast- • 
platte (2) zugewandten Seite der optoelektronischen 
Baugruppe (3) angeordnet sind. 

7. Dreidimensionales MeBmodul nach einem der An- 
spniche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,* daB die opto- 
elektronische Baugruppe (3) auf der der Abtastplatte 
(2) zugewandten Seite Kontakte (3.4) aufweist, zu de- 
nen auf der Abtastplatte (2) korrespondierende Kon- 
takte (2.3) vorgesehen sind urid daB durch eine elektri- 
sche Verbindung der zugehorigen Kontakte (23, 3.4) 
auch eine mechanische Verbindung zwischen Abtast- 
platte und optoelektronischer Baugruppe (3) erreicht 
wird. 

8. Dreidimensionales MeBmodul nach einem der An- 
spriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB auf der 
Abtastplatte (2) Leiter urid Kontakte (23) derart ange- 
ordnet sind, daB sie sich nicht im Strahlengang einer 
von einer Leuchtdiode (33) der optoelektronischen 
Baugruppe (3) kommenden Strahlung befinden, der im 
Bereich der Teilung (2.2)*. durch die fur die Strahlung 
transparente Abtastplatte (2) hindurchtritt, vom MaB- 
stab (1) reflektiert wird, erneut durch die Abtastplatte 
(2) hindurchtritt und wieder auf die optoelektronische 
Baugruppe (3) trifft. 

9. Dreidimensionales MeBmodul nach einem der An- 
spruche 1 bis 8; dadurch gekennzeichnet, daB das Ein- 
gangssignal der Signalverarbeitung (4) rauscbarmen 
Verstarkem zugeleitet wird. 

10. MeBsystem mit einem linearen oder runden MaB- 
stab (1), dadurch gekennzeichnet, daB es ein dreidi- 
mensionales MeBmodul nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche aufweist. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummen " DE19855828A1 

IntCI. 7 : G 01 D 5/26 

Offenlegungstag: 8. Juni 2000 



FIG. 1 



5.3 



.5.2. 




n n n dl25 n nS 



38 



n n n n n n ip n\ri n 



2.3 



2.2 



1.1 1.2 



2.3 



002 023/365 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummen 
Int. Ci. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 198 55 828 £1 
G 01 D 5/26 
8. Juni 2000 



FIG. 2 




002 023/365 



